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ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕВПОРЯДКОВАНОСТІ 

В АМОРФНИХ ОКСИДНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ 
 

Плівки аморфних матеріалів стійкі до високоенергетичного опромінення. Тому прилади, побудовані з 

використанням цих матеріалів, можуть працювати в умовах підвищеної радіації значно довше, ніж прилади з 

використанням кристалів. Важливою характеристикою цих матеріалів є ступінь їхньої невпорядкованості. Для 

визначення цієї характеристики розглянуто модель випадкових флуктуацій локального краю зони провідності 

для теоретичного дослідження магнетопровідності в аморфних оксидних напівпровідниках. Використано 

наближення ефективного середовища. Запропоновано підхід до визначення величини енергетичного без-

порядку на базі експериментального вимірювання зміни поздовжньої та поперечної електропровідності в 

магнітному полі. 
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DETERMINATION OF ENERGY DISORDER VALUE 

IN AMORPHOUS OXIDE SEMICONDUCTORS 
 

The amorphous material films are resistant to high-energy irradiation. Therefore, devices built using the properties 

of these materials can work in conditions of increased radiation much longer than devices using the properties of 

crystals. An important characteristic of these materials is their degree of disorder. To determine this characteristic, a 

model of random fluctuations of the local edge of the conduction band is considered for the theoretical study of 

magnetoconductivity in amorphous oxide semiconductors. The effective medium approximation is used. An approach 

to determining the amount of energy disorder based on experimental measurement of changes in longitudinal and 

transverse electrical conductivity in a magnetic field is proposed. 
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